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АБСТРАКТ

В работе представлен обзор современных малошумящих транзисторов и МИС миллиметрового диапазона, описаны преимущества использования различных полупроводниковых материалов для использования их в качестве основы при изготовлении активных элементов, работоспособных при температурах водородного уровня охлаждения.  Рассмотрены различные типы транзисторов (НЕМТ, РНЕМТ, МНЕМТ и т.п.), особенности их изготовления, эксплуатационные и стоимостные параметры. Обсуждены преимущества и недостатки использования дискретных транзисторов и МИС в криоохлаждаемых МШУ. 

Сообщаются результаты разработок, перспективы освоения и перспективы развития малошумящей полупроводниковой элементной базы миллиметрового диапазона в РФ и странах ближнего зарубежья. Рассмотрены возможности использования foundry (фабрики-изготовители, представляющие библиотеки элементарных элементов для проектирования и последующего изготовления по их технологиям полупроводниковых чипов) при разработке и производстве малошумящих транзисторов и МИС.

























